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При использовании современных сенсоров магнитного поля, например, в магнитной дефектоскопии, системах управления движением механизмов или биомедицинских устройствах, важно соблюдать необходимые и достаточные требования к их разрешающей способности, энергопотреблению, цене изготовления и линейным размерам. В связи с этим, на рынке сенсоров магнитного поля представлены датчики, подходящие под большое число узконаправленных задач и конкретных условий работы. Один из новых способов изготовления сенсоров магнитного поля основан на использовании магнитоплазмонных кристаллов – плазмонных кристаллов, состоящих из благородных и ферромагнитных металлов [1]. Комбинация плазмонных и ферромагнитных свойств приводит к усилению экваториального магнитооптического эффекта Керра по сравнению с плоскими структурами с аналогичным составом благодаря возбуждению магнитоплазмонов на поверхности магнитоплазмонного кристалла [2,3]. Принцип детектирования магнитного поля при помощи сенсора на основе магнитоплазмонного кристалла заключается в измерении экваториального эффекта Керра методом синхронного детектирования интенсивности ТM оптического излучения, отражённого от магнитоплазмонного кристалла в переменном магнитном поле [4]. 
Данная работа посвящена построению карт пространственного распределения магнитного поля при помощи сенсора на основе магнитоплазмонного кристалла. Магнитоплазмонный кристалл, использованный в работе в качестве сенсорного элемента, был создан методом магнетронного распыления серебра, пермаллоя Ni80Fe20 и нитрида кремния на поверхность квазисинусоидальной дифракционной решётки с периодом 320 нм и высотой дорожек 20 нм. Толщина функциональных слоёв магнитоплазмонного кристалла составила 50 нм для серебра, 20 нм для пермаллоя и 20 нм для нитрида кремния. Для детектирования магнитного поля, магнитоплазмонный кристалл был помещён во внешнее модулирующее магнитное поле, соответствующее центру перегиба полевой зависимости магнитооптического отклика, показанной на рисунке 1а. Из-за аддитивности магнитных полей, любое дополнительное магнитное поле, приложенное вдоль модулирующего магнитного поля, приводит к изменению полевой зависимости и величине детектируемой интенсивности отражённого от образца света [4]. Разрешающая способность метода определяется площадью оптического пучка, сфокусированного на поверхности магнитоплазмонного кристалла, которая, в данной работе, составила 150 мкм2. Геометрия эксперимента изображена на вставке к рисунку 1а. 
В качестве примера построенной карты, на рисунке 1б показано распределение магнитного поля, генерируемого планарной индукционной катушкой. Диаметр катушки был равен 15 мм, а число витков было равно 10. Ток в катушке был равен 400 мА. Карта размерами 24 мм2 была построена с шагом 0.5 мм на расстоянии 1 см от поверхности магнитоплазмонного кристалла. Результаты работы показывают, что разработанный сенсор магнитного поля может быть использован для картирования магнитных полей, например, в области магнитной дефектоскопии.
Данная работа выполнена при грантовой поддержке Российского Научного Фонда № 22-22-00997.
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	Рис 1. (а) Зависимость магнитооптического отклика для исследованного магнитоплазмонного кристалла от величины магнитного модулирующего поля HAC (сплошная чёрная линия с кругами) и величина сигнала, пропорциональная внешнему дополнительному магнитному полю (штриховая линия). На вставке изображена схема геометрии эксперимента. (б) Распределение магнитного поля, генерируемого индукционной планарной катушкой, построенное при помощи сенсора на основе магнитоплазмонного кристалла.
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